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Magnetyczna pamieé analogowa

1
Przedmiotem wynalazku jest magnetyczna pa-
mie¢ analogowa z wielootworowym rdzeniem mag-
_netycznym, mdlezgca do pamieci statycznych.

Znana z polskiego opisu patentowego nr 73739

stalopradowa pamieé analogowa zbudowana na
magnetycznych rdzeniach wielootworowych zawie-
ra transfluktor, w ktérego petli sprzezenia zwrot-
nego znajduje sie wzmacniacz sygnatu uchybu
oraz klucz sterowany poprzez blok separujacy.
Klucz Dpolgczony jest ze wzmacniaczem sygnalu
uchybu poprzez czton korekcyjny w postaci filtru,
za§ wzmacniacz sygnalu uchybu stanowi wzmac-
niacz magnetyczno-tranzystorowy, w ktérym czesé
magnetyczna stanowi modulator stuzacy do zmia-
‘'ny napiecia uchybu na impulsy, a cze$§é tranzy-
storowa stuzy do wzmacniania tych impulséw, nato-
miast blok separujagcy ma w obwodzie pierwot-
nym transformatora separujacego czlon ksztattu-
jacy czolo impulsu sterujgcego, a w obwodzie
wtérnym transformatora ma multiwiibrator mono-
stabilny i wtérnik emiterowy. Cze$é magnetyczna
wzmacniacza sygnatu uchybu skiada sie z dwoéch
transformatoréw, ktérych uzwojenia zasilajace sa
polaczone przeciwnie, a uzwojenia sterujace oraz
wyjisSciowe s3 polaczone zgodnie. Znany uklad pa-
mieciowy wymaga dwu galwanicznie rozdzielonych
napieé¢ zasilajacych. Uklad jest czuly na zmiany
napieé zasilajgcych.

Znane s3 réwniez inne pamieci magnetyczne
oméwione w pracy Energia, 1969, M, A. Bojar-
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czenkow, W. K. Rajew, Ju. D. Rozental: Magni-
tnyjne elementy na rozwietwiennych serdeczni-
kach oraz w pracy IEEE Transaction on Automa-
tic Control, 1969, Nr 2 C. A. Walton; The tran-
sfluksor as an accurate analug magnetic memory.

Pamieé¢ analogowa, wedlug wynalazku, z zapi-
sem w ukladzie ze sprzezeniem zwrotnym zawiera
jako element pamieciowy uzwojony wielootworo-

© wy .rdzeh magnetyczny, ukiad odczytu oraz detek-

tor bledu. Wyjécie detektora biedu polgczone jest
z wejsciem zapisu elementu pamieci, ktérego wyj-
scie polaczone jest z wejéciem ukladu odczytu.
Wyjscie ukladu odczytu polgczone jest z wejSciem
analogowym detektora bledu tworzac petle sprze-
zenia zwrotnego. Do wej$cia impulsowego detek-
tora bledu dolgczone jest wyjScie generatora im-
pulsu spéniajacego jednocze$nie role  separatora -
galwanicznego. Do wejécia sterujacego elementu
pamieci dolaczone jest wyjécie generatora poje-
dynczego impulsu przelgczajgcego przed zapisem
nowej informacji rdzefi wielootworowy w kierun-
ku trudniejszego namagnesowania. Wejscia ge-
neratora impulsu i generatora pojedynczego im- -
pulsu dolaczone sg do wspélnego zacisku steru-
jacego zapis pamieci. Kazde z dwoéch uzwojeh
wyjSciowych rdzenia wielootworowego, bedace
jednocze$nie uzwojeniami odeczytu, nawiniete jest
na jedno z odgalezien odczytu. Wzmacniacz wyj-
$ciowy pamieci zawiera uklad kompensacji tem-
peraturowej, w ktérym odgalezienia odczytu rdze-




nia wielcotworowego sg sprz€zone cieplnie z ele-
mentami kompensacyjnymi.

Magnetyczna pamigeé analogowa wedlug wyna-
lazku zostanie dokladniej oméwiona na przykla-
dzie wykonania, ktérego schemat przedstawiono
na rysunku. Na fig..1 przedstawiono schemat
blokowy pamieci, na fig. 2a i fig. 2b obwoéd od-
czytu z kompensacja temperatury w dwu wyko-
naniach, na fig. 3a i fig. 3b detektor bledu i ob-
wod zapisu pamieci w dwu wykonaniach, a na
fig. 4a | 4b obwoéd przygotcwania rdzenia bezpo-
$rednio przed zapisem.

Jak pokazano na fig. 1 rysunku pamie¢ wedlug
wynalazku zawiera detektor biedu DP, ktérego
wyjscie polaczone jest z wejSciem zapisu elementu
pamieci EP. Do wyjéo.fa elementu pamieci EP do-
taczony jest wuklad odczytu UO, ktérego wyjscie
polaczone jest z- wejSciem analogowym 2 detek-
tora bledu DB tworzac petle sprzezenia zwrotnego.
Wejscie impulsowe 3 detektora bledu DB pola-
czone jest z wejsciem sterujacym 5 elementu pa-
mieci EP poprzez generator impulséw GI spelnia-
jacy jednoczesnie role separatora galwanicznego
oraz. generator pojedynczy impulsu GPIL Wejscie
generatora impulsu GI i generatora pojedynczego
impulsu GPI dolgczone sa do wspblnego zacisku
4 sterujgcego zapis pamieci. .

Sygnat wejSciowy pamieci Uy podawany jest
na wejscie 1 detektora biedu DB, a na wejscie 2
tego detektora podawany jest sygnat wyjsciowy
Uwy ukladu pamieciowego. Rbéinica tych sygnaldéw
wzmocniona 1 zamieniona na cigg impulséw o
czestotliwesci generatora impulsowego GI steruje
uzwojenie zapisu elementu pamiecicwego EP w
ciggu czasu T (czasu zapisu) narzuconego z ze-
wnatrz za posrednictwem wejscia 4. Detektor ble-
du DB mcize zawiera¢ précz wzmacniacza réznico-
wego odpowiedni czton ko-ekcyjny zapewniajacy
osiggniecie przez uklad stanu ustalonego w czasie
zapisu.

Elementem pamigciowym EP jest rozgaleziony
rdzen magnetyczny 3-otworowy, wykonany z ma-
terialu o prostckatnej petli histerezy. Précz ob-
wodbw zapisu odczytu i polaryzacji w ukladzie
pamigciowym wedlug wynalazku zastosowano
"obwo6d (GPI) sterowany z wejscia 4, stuigcy do
sprawdzenia stanu namagnesowania obwodéw za-
pisu do tej samej wartosci poczatkowej przed
kazdym- zapisem nowej wartosci Uge. Obwod od-
czytu UO zapewnia demodulacje sygnatu wyjscio-
wego z elementu pamigciowego. Jest to modulacja
‘szerokosciowa zalezna od poziomu namagnesowa-
nia obwodu zapisu. :

W odréanieniu od znanych ukiadéw pamiecio-
wych, gdzie stosuje sie uzwojenia cdczytu
i uzwofjenia wyjSciowe w pamieci wediug wyna-
lazku odozyt mastepuje z zastosowaniem jednej
pary uzwojen.-Z; i Z¢ Demodulacja sygnatu wyj-
Sciowego polega mna uSrednianiu szerckosciowo
modulowanego mnapiecia- odczytu 7za pomocy
filtru typu RC. Jak pokazano na fig. 2a rysun-
ku pmzedstawiajacej pierwsza odmiane obwaodu
odczytu elementermn pamigciowym EP jest rozga-
leziony wdzen magnetyczny, np. trzyotworowy
wykonany 'z materiatu o prostokatnej petli histe-
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rezy zawierajacy uzwojenia wypcsazony w UWzwo-
jenia zapisu Z;, wyjSciowe Zs, Z; i polaryzacii Zs.
Uzwojenia wyijscicwe Z, i Z; bedace jednocze- -
$nie uzwojeniami  odezytu nawiniete sa na odga-
tezienia adezytu GO1 i GO2 rdzenia wielcotwero-
wego RW, pclgczone .sg poprzez #ranzystcry T,
i T, z transformatorem impulsowym Tr, Ponadbo
uzawojeria Z, i Zyg potgczone sy poprzez filtr
colncprzepustowy skladajacy sie z rezystora R,
i pojemncséci C; z wejSciem odwracajacym wzma-
cniacza wyjscicwego WW woraz poprzez rezystor
R; ze zrédtem map.ecicwym —+U. -

Zr6dto napieciowe potgczone jest ponadto po-
przez czielnik napiecia Rg Py z wejSciem nijeod-
wracajgcym wzmacniacza WW craz z  wyjsciem
wazmacniacza WW rpoprzez obwdd kompensacji
temperaturowej skladajacy sie z rezysiora R,
tranzystora T, i rezystora Rs Odgalezienia od-
czynu GO1 i GO2 rdzenia wielootworowego RW
s3 sprzezcne cieplnie z elementami kompensacyj-
nymi opornikiem Rs i tranzystorem Ts. Uzwojenie
Z; i Z, zasilane sa mapieciem U pxiprzez opornik
R;, oraz przez tranzystory Ty i T, sbercwane sy

‘ma pnzemian Sygnatem "o ksztalcie prostokata.

Mocdulowany szercko§cicwo — poprzez indukeje
galezi zapisu sygnal wyjécicwy z uzwojen Z, i Zj
podawany jest po urrzednim wygladzeniu za po+
mocg filtru R;, C€; do wyjScia odwracajacego

wizmaoniacza wyjSciowego WW. Azeby skompen--
sowaé skladcws stata napiecia wyjsciowego =z
uzwojenn odezytu, na wejScie niecdwracajace

wzmacniacza wyjsciowego rodawane jest napig-
aie gtate ze zrédita U. W taki sposdb kcmpenso-
wany je.st' izdnocze$nie . wplyw napigcia zasilaja-
cego U na warto$é mapiecia wyjsciowego Uywy.

Jeénym ze sposcbow kompensacji pelzania na-
riecia wyjscicwego po izapisie, wynikajacego z za-
lezne$ei mocy wydzielanej w «cbwedzie odozytu
transfliuktora od stanu zapisu jest zastosowanie
sprrezen’a termiczaego opornika Rs z magnetyocz-
nymi gateziami codeozytu GO1, GO2 i taki dobér
paramairéw cbwedu odczybtu, zeby suma mocy
wydzielanych w oporniku Rs; craz w magnetycz-
nym cktwecdzie cdezytu byla stala i niezalezna od
stanu zapisu

Innym spcschem kompensacji poOwyzszego
wplywu, a jednoozesnie wplywu temperatury oto-
czenia ma sygnal wyjSciowy pamigei jest zastoso-
warnie ukladu z tranzystorem Tg roéwniez sprzgzo-
nym termicznie z galeziami odczytu GO1, GO2,
w ktérym wykorzystuje sie¢ zalezno§¢ tempperaibu-
rowa mapigcia Ucg craz sterowanie wispokczynmi-
ka temperaturowych mmian tego mapiecia sygna-
lem zaleznym od napiesia wyjScicwego pamigci.

Jak . pvkazano na fig. 2b rysunku, w drugim
wardancie wykcnania wukladu cdczytu, uzwojenia
Zs i Z, potgczone sj poprzez diody Dy i D, z ko-
lektorami - tranzystorow Ts i T, kitorych bazy
polaczcne sg z transformaberem impulsowym Tro,
a emitery ze Zrodtem mapigciowym -+U oraz po-
przez dzielnik mnapieciowy Re Py z wejSciem nie-
cdwracajacym wzmacniacza wyjsciowego WW,
Jednecze$nie uzwojenia Zs i Z, potaczone sg po-
przez filtr dolnoprzepustowy R,;, C; iz wejsciem
cdwracajgcym wzmacniacza WW oraz poprzez
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rownolegle potgczcine rezystory Rsy, Rsz i
stor Rss z masg ukladu.

W drugim wariancie wykonania obwodu, caddzy-
tu zapamietanej inficrmacji dokonuje si¢ ma opor-
nosci skladajgcej sie z rezystoréw Rs;, Rss, Rss, przy
czym rezystor Ry jest termistorem sprzegnietym
cieplnie z dicdami D,;, D, przez co uzyskujz sie
stabilizacje sygnabu wyjscicwego w funkcji tem-
peratury. Detekitor bledu DB moze byé zrealizo-
wany w dwu odmianach: jakio wzmacniacz rdzni-
cowy elektroniczny lub magnetyczny. Fig. 3a
przedstawia elekitroniczng realizacje detektora
btedu wraz z uzwojeniem zapisu elementu pamig-
ciowego Z,. Uklad wejsciowy detektcra bigdu wy-
konany jest w pcstaci stalonapiedicwego wzmac-
‘niacza réznicowego *"WR, na wyisciu kitérego ' znaij-
duje sie filtr skladajacy si€ z szeregowo polgczo-
nych elemertéow C, i Rg zbocznikowanych pojem-
nodcig Cs. Wyjscie wzmacniacza réznicowego WR
polgczone jest poprzez rezystor R; z ukladem
kluczujacym K. Wejécie sterujgce ukladu kluczu-
jacego K polgczone jest z veowojeniem wyjscio-
wym Zg generatora impulsowego GI, a wyjdcie
ukladu kluczujacego K dotaczone jest do uzwoije-
nia zapisu Z; zbooznikowanego rezyshorem Rg.

W zwiagzku z tym, znany obwdéd korekcyjny
R, C; Rg uzupelnicny jest dodatkowo cpcrnikiem
Ry i kondensatorem C; Obw6d Ry Cs narzuca
ostatecznie parametry impulsu dzialajagcego na
cbwod zapisu, przez co utatwiona jest stabilizacja
ukladu podczas zapisu. Kondensator Cs, bedac
zZrédtem ladunku zaleinego od napiecia ma Rg C,
stanowi w pewnym sensie zrédio o pomijalnie
matej opcrnosci niezaleznej od R; i Rg, co  jest
sprawg istotng ze wzgledu na poprawe liniowosci
charakterystyki obwodu zapisu. Klucz tranzysto-
rowy K sterowany paczka impulséw o ozasie
trwania ‘ré6wnym czasowi zapisu zapewnia préb-
kowanie sygnalu bledu, co jest miezbednym wa-
runkiem uzyskamia odpowiednie;j dokladnosci
ukladu pamieciowego. Galwaniczang separacje
zrodta impulsu sterujgcego zapisem i podawanego
na wejscie 4 oraz fklucza K wzyskane przez zasto-
sowanie generatora samodiawnego jako generato-
ra ‘mpulsow GI.

Magnetyczng realizacje wzmaaoniacza biedu
przedstawiono na rysunku fig. 3b. Detektor ble-
du DB wykonany jest w postaci impulsowego
wzmacniacza magnetycznego MWI, zawiera czion
korekcyjny w postaci rezystora R, wiaczonego
rownolegle z poigczonymi szeregowo uzwojeniami:
zapisu Z; elementu pamieciowego i uzwojeniami
wtérnymi Z, i Zs impulsowego wzmacniacza
MWI. Klucz K; wiaczony w obwod zapisu ele-
mentu pamiediowego EP dotgczony jest do detek-
tora amplitudy impulséw indukowamych na uzwo-
jeniu Zs generatora GI. Detektor ten skiada sie
z diody D; 1 pojemnosci C, Generafior impulséw
GI uruchamiany za pomocg napiecia podawanego
do wejscia 4 na «ozas zapisu wykorzystywany tu
jest jednoczesnie zaréwmno do impulsowania roz-
n‘cowego wzmacniacza magnetycznego MWI, jak i
klucza K;, ktéry po zapisie rozigcza obwody od-
czytu i zapisu. W wukladzie pamieciowym wedbug
wynalazku zastosowano wyzej omoéwfiony sposéb
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separacji galwanicznej klucza i #rédia impulsu
sterujgcego, kitéry jest prostszy miz w -ukladzie

¢pisanym we wzmiankowanym patencie.

Do sterowania klucza K, wykorzystano wypro-
stowane i wyfiltrowane napiecie z generatora im-
pulsu GI. W celu stabilizacji ukladu pamieciowego
podczas zapisu zastosowano opornik R, boczniku-
jacy polaczono szeregowo uzwojenia zapisu ele-
mentu pamieciowego i uzwojenia wyjSciowe ma-
gnetycznego wzmacniacza impulsowego MWI.

W ukladzie pamieciowym wedlug wynalazku za-
stosowano obwo6d przygotowywania rdzenia przed
zapisem przedstawiony w dwu odmianach na ry-
sunku fig, 4a i fig. 4b, skladajacy sie z opor-
nikéw Ry i Rys, diod D3, D,, kondensatora Cs i
tranzystora T;. Zadaniem tego obwuodu jest prze-
magnesowywanie poprzez uzwojenie Z;, w odmia-
nie uktadu z fig. 4a, lub pcprzez uzwojenie Z,
w odmianie ukfadu z fig. 4b, magnetycznego ob-
wodu zapisu — przed kazdym zapisem nowej in-
formacji — do tego samego stanu poczatkowego.
Odbywa sie to przy wykorzystaniu czola impulsu
odmierzajgcego czas zapisu. Impuls ten, podany
na baze tranzystora Ts; z wej$cia 4, spowoduje roz-
tadowanie uprzednio naladowanego kondensatora
C;. Ladowanie kondensatora C; w obwodzie Ry,
C;, D, ma miejsce w czasie, gdy element pamie-
ciowy przechowuje zepisang informacje. Rozlado-
wanie odbywa sig w obwodzie Z;, Ry, Ds, C;, T;
(fig. 4a) lub w obwodzie Z, Ry, D; Cs, Ts (fig.
4Db). .
Pamieé analogowa moze byé stosowana w ukla-
dach telemetrii bliskosieznej, umozliwiajagc cy-
kliczne przesylanie danych pomiarowych, pocho-
dzacych z wielu przetwornikéw i ciggly odczyt
tych danych, do budowy wszelkiego rodzaju linii
opézniajgcych dla sygnaléw, ktére moga przyjmo-
waé dowolny poziom napiecia wokreflonym zakre-
sie. Moze mieé zastosowanie w ukladach automatyki
przemystowej w celu bezzakl6ceniowego przecho-
dzenia ze sterowania przez maszyne cyfrowag na
sterowanie reczne oraz w analogowych maszynach
liczacych, stuziacych do rozwigzywania réwnan
rozniczkowych czastkowych, zawierajagcych zmien-
ng czasowa, jak réwniez w ukladach korelatoréw
przebiegbw wolnozmiennych i w ukladach ada-
ptacyjnych i uczacych sie oraz wszedzie tam, gdzie
dolgczanie zasilania nie moze spowodowaé utraty
uprzednio zapisanej informacji.

Zastrzezenia patentowe

1. Magnetyczna pamie¢ analogowa z zapisem w
ukladzie ze sprzezeniem zwrotnym zawierajaca:
jako element pamigciowy thojony wielootworo-
wy rdzen magnetyczny, uklad odczytu oraz de-
tektor bledu, znamienna tym, ze wyjscie detekto-
ra bledu (DB) polgczone jest z wejSciem zapisu
elementu pamieci (EP), ktérego wyjscie polaczone
jest z wejsciem ukladu odczytu (UO), a wyjscie
potaczone jest z wejSciem analogowym detektora
btedu (DB) tworzac petle sprzezenia zwrotnego, a
do wejscia impulsowego detektora biedu (DB) do-
laczone jest wyjScie generatora impulsu (GI),
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spetniajacego jednoczeSnie role separatora galwa-
nicznego, a do wejscia sterujacego elementu pa-
mieei dotaczone jest wyjscie generatora pojedyn-
czego impulsu (GPI), przeljczajacego przed zapi-
sem nowej informacji rdzen wielootworowy w
kierunku trudniejszego namagnesowania, przy
czym wejScia generatora impulsu (GI) i genera-
tora pojedynczego impulsu (GPI) dotgczone sg do
wspélnego zacisku (4) sterujgcego zapis pamieci.

2. Magnetyczna pamieé analogowa wedlug za-
strz. 1, znamienna tym, ze kazde z dwoéch uzwo-
jenh wyjSciowych (Z3) i (Zy) elementu pamieciowe-
go (EP) bedacych jednocze$snie uzwojeniami od-
czytu nawiniete jest na jedno Z odgalezien odczy-
tu (GO1), (GO2) a jednoczesnie uzwojenia te po-
laczone sg poprzez filtr dolnoprzepustowy (R,),
(Cl)_z wejsciem odwracajgcym wzmacniacza wyj-
sciowego (WW) oraz poprzez rezystor (Rs) ze Zréd-
tem napieciowym (+U), ktoére to zrodio polgczone
jest ponadto poprzez dzielnik napiecia (Rg), (Py)
z wejSciem nieodwracajacym wzmacniacza (WW)
oraz z wyjSciem wzmacniacza (WW) poprzez ob-
wo6d kompensacji temperaturowej skladajacy sie
z rezystorow (R,), (Rg), (Ry) oraz tranzystora (Tj),
przy czym odgalezienia odeczytu (GO1), (GO2)
rdzenia wielootworowego (RW) sa sprzgzone cie-
plnie z elementami kompepsacyjnymi (R;) i (Ts).

3. Magnetyczna pamie¢ analogowa wedlug za-
strz. 1, znamienna tym, Ze detektor bledu (DB)
wykcnany jest w postaci stalonapigciowego wzma-
cniacza réznicowego (WR) na wyjsciu ktorego
znajduje sie filtr z szeregowo polaczonych ele-
mentéow (C,), (Rg) zbocznikowanych pojemnoscig
(Cy), przy czym wyjscie wzmacniacza réznicowego
(WR) polaczone jest poprzez rezystor (R;) z ukla-
dem kluczujgcym. (K), ktérego wejscie sterujace
polaczone jest z uzwojeniem wyjsSciowym (Zg) ge-
" meratora impulsowego (GI), a wyjscie ukladu klu-
czujacego (K) dolgczone jest do uzwojenia zapisu
(Z,) zbocznikowanego rezystorem (R,).

4, Magnetyczna pamie¢ analogowa z zapisem w
ukladzie ze sprzezeniem zwrotnym zawierajgca:
jako element pamieciowy uzwojony wielootworo-
wy rdzeh magnetyczny, uklad odczytu oraz de-
tektor bledu, znamienna tym, ze wyjscie detekto-
ra biedu (DE) poljczone jest z wejsSciem zapisu
elementu pamieci (EP), ktérego wyjscie polaczo-
ne jest z wejdciem ukladu odczytu (UO), a wyj-
Scie polgczone jest z wejSciem analogowym de-
tektora bledu (DB) tworzac petle sprzezenia zwrot-
nego, a do wejscia impulsowego detektora bledu
(DB) dolaczone jest wyjscie impulsu (GI), spetnia-
jacego jednocze$nie role separatora galwaniczne-
go, a do wejscia sterujagcego elementu pamigci
dolaczone jest wyijscie generatora pojedynczego
impulsu (GPI), przelaczajagcego przed zapisem
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nowej informacji rdzen wielootworowy w kierun-
ku trudniejszego namagnesowania, a wejscia gene
ratora impulsu (GI} i generatora pojedynczego
impulsu (GPI) doljczone sg do wspdlnego zacisku
(4) sterujgcego zapis pamieci, przy czym kazde z
dwéch uzwojen wyjSciowych (Zg) i (Zs) elementu
pamigciowego odczytu (EP) bedacych jednocze-
$nie uzwojeniami odczytu nawiniete jest na jed-
no z odgalezien odczytu (GO1), (GO2) a jednoczé-
$nie uzwojenia te polgczone sg poprzez diody
Dy i (D) z kolektorami tranzystoré6w (Tj;) i (T,
ktérych bazy polgczone sa z transformatorem im-
pulsowym (Tr,) a emitery ze Zrédlem napiecio-
wym (+U) oraz przez dzielnik napieciowy (R,
(P;) z wejéciem nieodwracajgcym wzmacniacza
wyjSciowego (WW) & ponadto uzwojenia wyjscio-
we (Z;), (Zg) polaczone 'sg poprzez filtr dolnoprze-
pustowy (Ry), (C,) z wejSciem odwracajgcym.
wzmacniacza (WW) oraz poprzez réwnolegie po-
laczone rezystory (Rsy), (Rsp) i rezystor (Rs3) z ma--
sa uktadu, przy czym rezystor (Rs;) jest termisto-.
rem sprzegnietym cieplnie z diodami (Dy) i (D).

5. Magnetyczna pamie¢ analogowa z zapisem w
ukladzie ze sprzezeniem zwrotnym zawierajgca:
jako element pamigciowy uzwojony wielootworo~
wy rdzen magnetyczny, uklad odczytu oraz de-
tektor btedu, znamienna tym, ze wyjscie detekto-
ra biedu (DE) polacz&nne jest z wejSciem zapisu
elementu pamieci (EP), ktérego wyjscie polgczone
jest z wejsciem ukladu odczytu (UO) a wyjScie
poigczone jest z wejSciem analogowym detekiora
bledu (DB) tworzgc petle sprzezenia zwrotnego, a
do wejScia impulsowego detektora bledu (Diil)_. do-
lgczone jest wyjscie generatora impulsu (GI),
spelniajgcego jednocze$nie role separatora galwa-
nicznego, a do wejscia sterujgcego elementu pa-
migei dolgczeme jest wyjjScie generatora pojedyn-:
czego impulsu (GPI), przelaczajgcego przed zapi-
sem nowej informacji rdzen wielootworowy w
krerunku trudniejszego namagnescowania, przy
czym wejscia generatora impulsu (GI) i genera-
tora pojedynczego impulsu (GPI) dolgczone sg do
wspollnego zacisku (4) sterujacego zapis pamieci,
orzy czym detektor biedu (DB) wykonany w po-
staci impulsowego wzmacniacza magnetycznego
(MWI) zawiera czion korekcyjny w postaci rezy-
stora (Ry) polaczonego réwnolegle z polgczonymi
Jszeregowo: uzwojeniem zapisu (Z;) elementu pa-
migciowego (EP) i uzwojeniami wtébrnymi (Z,), (Zg)-
umpulsowego wzmacniacza magnetycznego (MWI),
a klucz (K) wlaczony w obwdd zapisu elementu
pamieciowego (EP) dolaczony jest do detekiora
amplitudy (Dg), (C,) impulséw indukowanych. na
azwojeniu (Zg) generatora impulsow (GI), przy
czym impulsowy wzmacniacz magnetyczny (MWI)
zasilany jest z genmeratara impulsowego (GI).
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